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摘要(译)

本发明是“电致发光显示器件及其制造方法”。提供一种廉价的高清晰度
EL显示器件。阳极、发光层、以及阴极形成在基板上，然后使用选自碱
金属元素、碱土金属元素、以及卤族元素组成的组中的至少一种元素进
行选择性地掺杂形成电子传输区和空穴传输区中的至少一个。在这种结
构中，当电压施加到发光层时，仅有形成电子传输区和空穴传输区的那
部分发光层才发光，由此根据需要显示图像。
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